


























专利名称(译) 多电极系统的制造方法

公开(公告)号 US20190290206A1 公开(公告)日 2019-09-26

申请号 US16/358123 申请日 2019-03-19

[标]申请(专利权)人(译) 贺利氏德国有限及两合公司

申请(专利权)人(译) 贺利氏DEUTSCHLAND GMBH＆CO.KG

当前申请(专利权)人(译) 贺利氏DEUTSCHLAND GMBH＆CO.KG

[标]发明人 JUNG MARKUS
KEITEL OLIVER

发明人 JUNG, MARKUS
KEITEL, OLIVER

IPC分类号 A61B5/00 A61N1/05 A61N1/36 A61N1/372 A61N1/375

CPC分类号 A61N1/36125 A61B5/6851 A61B5/6858 A61N1/0551 A61N1/0587 A61B2562/125 A61N1/37205 A61B5
/6859 A61N1/37512

优先权 2018163684 2018-03-23 EP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一个方面包括一种用于多电极系统的制造方法，该方法包括提供多个导
体，这些导体在其纵向上是导电的。借助于围绕导体的护套将导体束缚
在多电极系统的近端部分处，以形成导体束，该导体束被构造成用作多
电极系统的引线；在所述多电极系统的远侧部分处提供多个环形电极，
每个环形电极围绕所述导体之一，并且将所述环形电极和所述导体电连
接以形成所述多电极系统的多电极阵列。多电极阵列被配置为处于纵向
延伸或横向延伸的构造。
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